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  بسمه تعالي
  پس از امتحان  موعد تحويل:                                        درس مدارهاي فعال ريزموج تمرين 

  
  براي تمرينات كامپيوتري شكل شماتيك ها و گرافهاي خروجي را پرينت نموده و ضميمه نماييد. توجه:

  
 ساخته شده با نيمه هادي سيليسيوم مي باشد به اين npnكه يك ترانزيستور پيوندي دوقطبي  BFP405برگ داده ترانزيستور   -1

ترانزيستور را توسط  -ب نماييد. MwOfficeمدل كامل غير خطي ترانزيستور مذكور را وارد نرم افزار  -الفتمرين پيوست شده است. 
CEQناچيز داشته باشد در نقطه كار  acمدار باياس مناسبي كه اثر بارگذاري  CQV =2V, I =5mAبهره هاي -باياس نماييد. جTG و

MSG 0.1ترانزيستور را از بازهGHz  25اليGHz با فرض آنكه هدف ما طراحي يك تقويت كننده در فركانس مركزي  -رسم نماييد. ج
3GHz  شرط پايدار نمايد و مي باشد، عناصر جانبي مناسبي را به ترانزيستور اضافه نماييد كه ترانزيستور را در ساير فركانسها بدون قيد و

نمودار بهره و ضريب پايداري را در كل بازه مذكور در عين حال روي مقدار بهره هاي قابل حصول در فركانس كار تأثير كمتري داشته باشد. 
  رسم نماييد.

  
يك تقويت كننده مناسب با بهره بالا در باياس  -، الف NE685داده شده در برگ داده ترانزيستور پراكندگي با استفاده از پارامترهاي  -2

CEQ CQV =3V, I =10mA  3در فركانسGHz يك تقويت كننده مناسب با بهره بالا در باياس  -طراحي كنيد. ب
CEQ CQV =3V, I =10mA  800و فركانسMHz  طراحي كنيد. در هر دو مورد پارامترهايي همچون پايداري مناسب وVSWR 

به جاي طراحي  -هت طراحي خود بهره بگيريد. جورودي و خروجي را هم لحاظ نماييد. در صورت لزوم از برنامه نويسي كامپيوتري ج
اير پايداري را از جهت بهره هاي مختلف و وضعيت دو نهايي مدار تقويت كننده. بهره بگيريد Ltunerمدارهاي تطبيق امپدانس از عنصر 

  ورودي و خروجي شبيه سازي كنيد. 
  
مناسب  LNA، يك  ID=5mAو  VDS=2Vدر باياس كه برگ داده آن ضميمه شده است،  NE3210S01با استفاده از ترانزيستور  -3

فرض كنيد دو طبقه بعدي داراي  طراحي كنيد.مقاومتي سازي را بدون پايدار 7GHzالي  1GHzدر باند  دلخواه خود يك فركانسدر 
2اعداد نويز  7NF dB=  ،3 12NF dB=  2و بهره هاي 20G dB= 3 و 8G dB= باشند. با استفاده از روشي پيشنهادي يك  −

LNA   طراحي كنيد كه كمترين عدد نويز گيرنده را توليد كند. ترجيحاً از يك الگوريتم يا كد برنامه نويسي استفاده نماييد. همزمان سعي
قويت مدار ت .بهره بگيريد Ltunerبه جاي طراحي مدارهاي تطبيق امپدانس از عنصر كمينه شود.  VSWRoutو  VSWRin<2كنيد 
00.7از ( درصد  60نسبي حدود را در يك پهناي باند  كم نويز كننده f  01.3تا f  0كهf توسط )است فركانس مركزي AWR-

Mwoffice    ازجهتGT وNF ي كنيد. ساز شبيه  
  
در فركانس يك نوسانساز مناسب با توان نوسان قابل قبول را  )برگ داده آن ضميمه شده است( NE72218با استفاده از ترانزيستور  -4

11GHz  نوسانساز طراحي شده را از جهت توان و فركانس نوسان و نمودار پاسخهاي هارمونيكي طراحي كنيد. در حالت سورس مشترك
 شبيه سازي كنيد.  )نوسانفركانسهاي مضارب صحيح مولفه هاي ولتاژ روي بار در (

 
  موفق باشيد. 


